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  中科院微电子所专用集成电路与系统研究室陈勇博士生在自主研制的6bit 单通道超高速

ADC芯片基础上再次取得进展。  

  通过采用高频无源balun有效提高芯片的采样频率和解决片外参考电平非对称问题的方

法，提高了测试精度，测量结果表明该款ADC最高工作频率可以达到1.4GHz。在1.4GHz采样

率下，输入信号频率1MHz有效位5.2bit，输入信号频率501MHz有效位4.3bit。INL和DNL均小

于0.35LSB。整体功耗小于300mW。  

  该款采用SiCMOS工艺的单通道超高速ADC芯片研制成功，真正实现了宽输入信号频

率、高采样频率的工作状态。其性能指标达到国内领先水平并接近国际水平，在超宽带

(ultra wideband UWB)通信系统、宽带测试的测量仪器和仪表等领域有着广泛的应用。    

图为超高速ADC在采样频率为1GHz和1.3GHz时，动态性能指标随输入信号频率变化的测试结

果。  
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